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Inventia se referd la tehnica semiconductoare, si anume la un procedeu de obtinere a materialelor semiconductoare, in
particular la cresterea monocristalelor de ZnO din faza gazoasa cu germene intr-un volum inchis.

Procedeul, conform inventiei, consta in cresterea monocristalului de ZnO din faza gazoasa intr-un volum inchis al unei
camere de crestere, In care se incarcd un germene de ZnO cu orientarea cristalograficd [0001]Zn si un material de
crestere de ZnO, cu utilizarea vaporilor de HCI cu o presiune initiala la temperatura de crestere de 1..5 atm si H,
mentinut la o presiune constantd egald cu 50...200% din presiunea initiala a HCI. Cresterea monocristalului se
efectueaza la o temperatura de 980...1100°C cu o diferentd de temperaturd dintre materialul de crestere si germene de
20...60°C si un gradient de temperatura in regiunea de cristalizare de pana la 10°C/cm.
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